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@ Vorrichtung zur Beschichtung von Substraten unter Zuhilfenahme einer fllamentlosen lonenquelle 


) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Beschichtung 
von Substraten unter Zuhilfenahme einer filannentlosen 
lonenquelle. Die Vorrichtung waist einen Mikrowellengene- 
ratcr, einen MikroweHen-Hohlleiter, einen inn Bereich des 
Hohlraumresonators angeordneten Quarzdom, mit innensei- 
tig angeordneter Plasmakammer, eine Gaszufuhr fur die 
Rasmakammer, und einem das Substrat aufnehmenden und 
mit der Plasmakammer fluidisch verbundenen Reaktor auf, 
wobei zwischen dem Reaktorinnem und der Plasmakammer 
eine Lochblende druckmindernd angeordnet ist Zur Verbes- 
serung des Gaseinlasses weist der Quarzdom einen am 
Mantel des Quarzdoms angeordneten und randseitig nach 
auSen abragenden Flansch auf, der mrt einer seiner axial 
vom Innem wegweisenden Flachseite axial zu einer Dichtung 
aniiegt und uber dessen RQcksoite mitteis einer Spann- 
und/oder Pratzvorrichtung eine die Dichtwirkung erhohende 
Axialkraft ausubbar ist. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtiing zur Beschich- 
tung von Substraten unter Zuhilfenahme einer filam nt- 
losen lonenquelle. wie sie aus der EP 315 986 B oder der 
US 5^1 1.103 als bekannt hervorgcht 

Aus der EP 315 986 B ist eine filamentiose lonenquel- 
le bekannt, die als ECR-Quelle ausgebildet ist und die 
2ur Erzeugung eines Plasmas durch Einwirken einer Mi- 
krowellenstrahlung und eines Magnetfeldes auf einen 
Gasraum mit Unterdruck dient Die Zyklotron-Reso- 
nanzbedingung ergibt ein Magnetfeld von 845 Gauss fur 
2,45 GHz Mikrowellenfrequenz. 

Das Plasma enthalt eine Vielzah] von ionisierten Teil- 
chen und Radikalen mit niedriger kinetischer Energie, 
die beyorzugt fiir physikalische und physikalisch-chemi- 
sche Atzprozesse eingesetzt werden konnen. Die TeU- 
chcn kdnnen als Plasmastrom oder mittels angelegter 
elektrischer Potentiale als lonenstrahl die Plasmakam- 
mer verlassen. 

Die Atzprozesse werden typischerweise im Reaktor 
bei Drucken von oberhalb 10"^ Pa Gasdruck durchge- 
fQhrt Unterhalb dieses Dnickes zundet das Plasma 
nicht, bzw. kann nicht aufrechterhalten werden. Zwi- 
schen Quelle und Reaktor herrscht typischerweise keine 
Druckdifferenz. 

Die Art und die ^elzahl der angeregten Teiichen im 
Plasma erlaubt jedoch auch den Einsatz der reaktiven 
geladenen und ungeladenen Teiichen bei reaktiven Be- 


mungsverhiltnisse schlecht reproduzierbar und fur 
technische SubstratgroBen nicht auslegbar sind. 

Der Einsatz einer filamcntlosen I n nqueile, wie in 
der EP 315 986, ist vorteilhaft fOr diese Art von Be- 
schichtungsprozessen, kann aber nicht unmittelbar ohne 
Modifikationen solcher Quellen durchgefOhrt werden. 
Die Vorrichtung der gattungsbildenden Schrift zeigt 
hierzu einen aus Quarzglas gebiidete Plasmakammer - 
Quarzdom — , wobei quarzdonmah ein GaseinlaBkanal 
integriert ist 

Der Quarzdom wird mittels einer flexiblen Gummi- 
dichtxmg am AuBenrand des Quarzdoms vakuumdicht 
abgedichtet, so dafi sich der Innenteil des Quarzdoms im 
Vakuum befmdet Bei hohercn MikroweUenleistungen, 
2. R zwischen 300 - 500 Watt, neigt die Dichtung zum 
Schmelzen (T > 150'C) mit der Folge, daB das Vakuum 
zusammenbricht Eine Erwtrmimg der Dichtung wird 
zum einen durch Warmetransport durch die Wandung 
des Quarzdoms hindurch bewirkt; zum anderen kann 
20 das Mikrowellenfeld audi direkt auf die Dichtung ein- 
wirken und zu deren Erwfirmung beitragea Die Ausfor- 
mung des Quarzdoms erlaubt keine andere Dichtungs- 
mdglichkeit, da wegen Bruchgefahr keine mechanische 
Beanspruchung auf den Quarzdom wirken darf und da- 
25 her metaliische Vakuumdichtungen, die hdhere Tempe- 
raturen ertragcn, ausscheiden. 

Der Quarzdom ist zum Reaktor hin offen, so daB 
keine Druckdifferenz zwischen Plasmakammer und R - 
aktor vorhanden ist Das Einbringen von Lochblenden 
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15 


schichtungsprozessen, beispielsweise zur Abscheidung 30 oder Rohren fur eine erwunschte stabile Druckdifferenz 


von Oxiden oder Nitriden. 

Ein spezielles Einsatzgebiet ist hier die Vakuumab- 
scheidung von Hochtemperatur-Supraleitem. Diese su- 
praleitenden Oxide mOssen w^hrend der Abscheidung 
oxidiert werden, wobei speziell das Kupfer in einen be- 
stimmten Oxidationszustand fiberfQhrt werden muB, der 
bei den Aufdampfprozessen mit molekularem Sauer- 
stoff aus thermodynamischen Grunden nicht erreichbar 
ist 


zwischen Quarzdom und Reaktor wird dadurch er- 
schwert, daB der Gaszuf uhrkanal zum Reaktor hin nicht 
gasdicht abschlieBbar ist Daher kann bei einer solchen 
Montageart ein groBer Teil des Gases an der eigentliche 
35 Druckstufe vorbei in den Reaktor strSmen, ohne durch 
den Quarzdom und damit in die Plasmazone zu geian- 
gen. Dies verschlechtert die Druckstufe bis zur Wir- 
kungslosigkeit 
Aus der US 5311,103 ist eine Vorrichtung zur Be- 


Hier werden erfolgreich reaktive Sauerstoff-Spezies 40 schichtung von Substraten bekannt, die einen Mikro- 

wie Ozon vcrwendet; auch werden ECR-Quellen als wellengenerator und einen Mikrowellenleiter aufweist, 

Piasmalieferanten eingesetzt Zwei solcher Verfahren der vom Mikroweliengenerator kommende Mikrowel- 

sind z. B. 1989 von T. Aida ct aL im Jap. J. AppL Phys., len einem HoWraumresonator zuleitet Desweiteren ist 

Band 28 (4), Seite L635~L638, oder 1988 von K. Mori- im Bereich des Hohlraumresonators ein Quarzdom an- 

kawi et aL in Jap. J. AppL Phys, Band 27 (11), Seite 45 geordnet der eine inncnseitigc Plasmakammer aufweist 

L2075— 2077, beschrieben. Weiterhin weist die Vorrichtung eine Gaszufuhr fOr ein 

Die Oblicherweise eingesetzten ECR-Ionenquellen m die Plasmakanuner einstrdmendes Gas auf, das in der 

sind for den Einsatz bei Atzprozessen im hdheren Plasmakammer gezOndet wird und das nach der ZQn- 

Druckbereich oberhalb von 1 0 Pa konzipiert Um den dung das Plasma bildet Die Plasmakammer ist fiber eine 

obigen BeschichtungsprozeB durchfOhren zu konnen, 50 druckmindemde Lochblende mit dem Reaktorinnem ei- 

sind daher aufwendige und teure differcntielle Pumpsy- nes Reaktors verbunden, in welchem das zu beschich- 

steme notwendig. damit der fur den Bctrieb der ECR- tende Substrat angeordnet wird Der Reaktor ist rand- 

Quelle notwendige Druck in der Plasmakammer von seitig diditend mit dem Quarzdom verbunden ist Zur 

oberhalb 10"^ Pa und der gleichzeitig im Reaktor maxi- Abdichtung ist am Mantel des Quarzdoms ein randseitig 

mal zulassige Druck von deutlich unterhalb 10"^ Pa 55 abragender Flansch angeordnet, an dem erne Dichtung 


gehalten werden kann. 

Dabei ist zur Beschichtung von technisch relevanten 
SubstratgroBen (< 3") und beispielsweise zur Durch- 
fOhrung von Molekularstrahl-Epitaxieverfahren (MBE) 
ein groBer Abstand (z. B. > 50 cm) zwischen Material- 
quellen und Schichttriger wegen der homogenen Ab- 
scheidebedingungen wiinschenswert 

Solche differentiellen Pumpsysteme oder andere Lo- 
sungen wie Tlasmadusch n" oder "Sau rstoffduschen" 


aniiegt 

Die Aufgabe der Erfindung ist es, die vorbekannte 
Vorrichtung dahingehend weiterzuentwickebi, daB sie 
ohne differentielles Pumpsystem fUr insbesondcre reak- 
60 tive Beschichtungsverf ahren einsetzbar ist 

Die Aufgabe wird bei emer zugrundegelegten Vor- 
richtung durch die kemizeichnenden Merkmale des An- 


spruchs 1 gelost Durch die erfmdungsgemfiBe Art der 
Ausbildung des Quarzdoms mit ein m nach auBen abra- 
in der NMhe des zu beschichtenden Substrates stellen 65 genden und Dichtzwecken dienenden Flansch kann der 
Hindemisse bei der ProzeBentwicklung fur den indu- Quarzdom gegeniiber dem Reaktorgeh^use zuverlSssig 
striellen Einsatz der so hergesteilten Dunnfiime dar, da abgedichtet werdea Von besonderem Vorteil ist hier- 
sie z. B. wegen undefinierter und inhomogener Str6- bei. daB durch diese abdichtende MaBnahme gleichzei- 
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tig auch der sich innenseitig des Quarzdoms befindli- 
chen Piasmakammer gegenuber den Reaktorinneren 
wirkungsvoll mitieis Lochblenden druckmindernd abge- 
schirmt werden kann, wodurch die gewunschten, insbe- 
sondere reaktiven Beschichtungsverfahren erst ermog- 5 
licht sind 

ZweckmaBige Ausgestaltungen der Erfindung sind 
den Unteranspriichen entnehmbar. Im ubrigen wird die 
Erfindung anhand von in den Figuren dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispielen erlautert Dabei zeigt 10 

Fig. 1 einen Einbau und Dichtung des Quarzdoms 
zwischen einem Mikrowellen-Hohlleiter einer ECR- 
Queile und einem Reaktor, 

Fig. 2 eine AusschnittsvergroBerung durch den Rand 
einer Dichtung gemaB Fig. 1, 15 

Fig. 3 einen Axialschnitt durch einen Haltering ge- 
maB Fig. 1, 

Fig. 4 eine zweiteilige Ausfuhrung eines Quarzdoms 
und einer Drucksnife und 

Fig. 5 eine eimeilige Ausfuhrung eines Quarzdoms 20 
und einer Druckstufe mit asymmetrischer Gaseinleitung 
in die Plasmakammer. 

In Fig. 1 ist eine Vorrichtung zur Beschichtung von 


greifen in Gewindelocher 12 ein, die in dem den zweiten, 
vorderseitige Formring 10, welcher einteilig mit dem 
Gehause des Reaktors 13 verbunden ist, ein. Der ruck- 
seitige, obere Formring 6 ist in diesem Ausfuhrungsbei- 
spieJ einteilig mit dem Mikrowellen-Hohlleiter 14 der 
ECR-Quelle (nicht dargestellt) verbunden. 

Fur eine gute Fixierung des Quarzdoms 1 ist es hier- 
bei sinnvoll, den einteilig mit dem Quarzdom 1 verbun- 
dene Fiansch 4 mit Bohrungen zu versehen, die gleich- 
falls von den Schrauben durchdrungen werden. Die bei- 
den Formringe 6 und 10 weisen auf ihren dem Fiansch 4 
zuweisenden Flachseiten axial verlaufende Zirkularnu- 
ten 8 auf, in denen Dichtringe 7, insbesondere aus "VI- 
TON" angeordnet sind 

Vorteilhafterweise schirmen hierbei die metallischen 
Aufnahmebereiche der beiden Formringe 6 und 10 Ma- 
terial der Dichtringe 7 groBtenteils gegen die Mikrowel- 
leneinstrahlung ab, wodurch auch die thermische Bela- 
stung der Dichtringe 7 vermindert ist 

Als Druckstufe zum Reaktorinnem 17 und damit zur 
eigentlichen Beschichtungskammer ist eine scheibenfor- 
mige Lochblende 15 eingefuhrt, die kleine Gasoffnun- 
gen aufweist Die Gasoffnungcn sind insbesondere im 
Bereich der Mine angeordnet und aufgrund der Leit- 


Substraten 22 unter Zuhilfenahme einer filamentlosen 

lonenquelle dargestellt Die Vorrichtung weist einen 25 wertsverengung fur die Druckdifferenz zwischen der 

Mikrowellengenerator (nicht dargestellt) auf. Der Mi- Plasmakammer 16 und dem Reaktorinnem 17, also der 

krowellengenerator ist mit einem Mikrowellen-Hohllei- eigentlichen Beschichtungskammer, verantwortiich. Die 

ter 14 verbunden, mittels dem vom Mikrowellengenera- Lochblende 15 kann je nach Anfordenmg an die Druck- 

tor kommende Mikrowellen einem Hohlraumresonator differenz gewahlt werden und ist gegen andere Loch- 

zugeleitet werden. Im Bereich des Hohiraumresonators 30 blenden 15 mit anderen OffnungsgroBen der Gasoffnun- 


ist ein Quarzdom 1 angeordnet, der eine innenseitig an- 
geordnete Plasmakammer 16 aufweist Die Plasmakam- 
mer 16 ist mit einer Gaszufiihrung 18 verbunden, mittels 
der ein Gas in die Plasmakammer 16 einbringbar ist In 
der Plasmakammer 16 wird das Gas unter Zuhilfenahme 
der Mikrowellen geziindet und das Piasma ausgebildet 
Unterhalb des Quarzdoms 1 ist ein Reaktor 13 angeord- 
net, in dessen Reaktorinnem 17 das zu beschichtende 
Substrat 22 anordenbar ist Die Plasmakammer 16 ist 
mit dem Reaktorinnem 17 uber eine in Richtung des 
Reaktorinneras 17 druckmindernd wirksarae und an ei- 
nem Halterring 23 angeordnete Lochblende 15 fluidisch 
verbunden- 

Der Quarzdom 1 weist einem am Mantel des Quarz- 
doms 1 angeordneten und randseitig nach auBen abra- 
genden Fiansch 4 auf. Der Fiansch 4 liegt mit seiner axial 
vom Innem wegweisenden Fiachseitc, im folgenden 
Riickseite 5 genannt axial an einem Dichtring 7 an. 
Durch diese Konstruktion kann uber die Riickseite 5 des 
Fiansch es 4 mittels einer Spann- und/oder Pratz vorrich- 
tung eine die Dichtwirkung erhohende Axialkraft aus- 
geiibt werden, so daB durch den Fiansch 4 eine bela- 
stungsarme Dichtungsmoglichkeit des Quarzdoms 1 er- 
moglicht ist 

Der Quarzdom 1 wird an seinen beiden Flachseiten 
des Flansches 4 durch flexible Dichtungen, z. B. aus ei- 
nem Fiuoreiastomer auf der Basis von Vinyliden-Fluo- 
rid-Hexafiuorpropyien-Copoiymsrisaten — bekannt 
unter dem Warenzeichen 'Viton" oder metallische Heli- 
coflexdichtungen, vakuumdicht abgedichtet Hierzu 
werden an die beiden sich axial gegeniiberlicgenden 
Flachseiten des Flansches 4 von oben, also reaktorseitig 
betrachtet von der Riickseite 5, und von imten, also 
reaktorseitig betrachtet von der Vorderseite 9, zwei 
Formringe 6 und 10 dichtend angelegt 

Der obere, also reaktorseitig riickwartige Formring 6 
weist axial ausgerichtete Cffnungen 11 auf, durch wel- 
chc Schrauben hindurchfuhrbar sind Die Schrauben 
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gen austauschbar. Das fur die Erzeugung des Plasmas 
und ebenso fur die Beschichtung benotigte Gas stromt 
durch eine Gaszufuhnmg 18 in den Quarzdom 1 ein, 
gelangt als Plasma iiber die Gasoffnimgen in das Reak- 
torinnere 17 und wird iiber das Reaktorinnere 17 abge- 
pumpt 

Eine AusschnittsvergroBemng der randseitigen Aus- 
bildung der Vorrichtung im Bereich der Lochblende 15 
ist in Fig. 2 dargestellt Die Lochblende 15 ist vorteilhaf- 
terweise aus Quarz oder ahnlichem Material; um eine 
Plasmakontamination durch Verunreinigungen zu ver- 
meiden. Um die Lochblende 15 gasdicht uber dem 
Quarzdom 1 anzuordnen, wodurch das Gas nur diu-ch 
eine mittlere Gas5ffnung in das Reaktorinnere 17 ein - 
treten kann, wird die Lochblende 15 auf einen Haltering 
23 aufgeschraubt der dem vorderseitigen Formring 10 
zugeordnet ist Die Befestigungsschrauben sind aqui- 
distant z. B. im Abstand von 60**, auf dem Formring 10 
angeordnet Die Lochblende 15 fluchtet mit der reaktor- 
seitigen Oberkante des vorderseitigen Formrings 10. 

Im Ausfuhrungsbeispiel gemSB Fig. 1 ist der Halter- 
ring 21 aus Metall, insbesondere aus Edelstahl gefertigt 
und weist eine Gaszufiihrung 18 (gestrichelt dargesteUt) 
in den Quarzdom 1 auf. Am AuBenrand ist der Halter- 
ring 21 mit senkrechten Bohrungen versehen, die zum 
Befestigen des Halterrings 21 dienen und die um 30* 
zueinander versetzt sind 

Der vorderseitige Formring 10 ist mit einem flexibien 
Dichtring 7, der in einer Zirkulamut 8 angeordnet ist, 
60 quarzdomseitig dichtend montiert An dem vorderseiti- 
gen Formring 10, der einteilig mit dem Gehause des 
Reaktors 13 verbunden ist ist der Haltering 21 montiert 
der gleichfalls uber einen in einer weiteren Zirkulamut 8 
angeordneten Dichtring 7 gegeniiber der Piasmakam- 
65 mer 16 abgedichtet ist 

In Fig. 3 ist ein Querschnitt des Halterings 21 darge- 
stellt Das zur Bildung des Plasmas und fiir die Beschich- 
tung benotigte Gas wird in ein Rohr 19 eingeieitet das 
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auf den Halterring 21 aufg schweiBt ist Die Gaszufuhr 
katin dann Qber eine libliche flexible Metalleitung . a. 
mittels ubiicher vakuumdichter Verschraubungen 
(VCR. Swagelock o. a.) an das als Gaszufuhr ausgebilde- 
te Rohr 19 angekoppelt werden. Dies hat den Vorteil 5 
groBer Flexibilitat beim GasanschluB. 

Die gestrichelt dargestellte Gasfuhrung 18 ist in dem 
Halterring 23 wie folgt ausgebildet Unter dem ange- 
schweiBten Rohr 19 ist ein Eintrittskanal senkrecht in 
den Halterring 21 gebohrt. der in einen waagerechten 10 
Kanal mundet Der waagerechte Kanal wird zwischen 
zwei Bohrungen angeordnet, wobei die am AuBenrand 
angeordnete Bohrung mit einem Stopfen vakuumdicht 
zugeschweiBt ist Der waagerechte Kanal mfindet in ei- 
ne schmale and tiefe Nut an der Unterseite des Halter- 15 
rings 21. der zur Plasmakammer 16 hin offen ist 

Urn Kontaminationen des Plasmas zu vermeiden, soU- 
te der Bereich um den Quarzdom 1 vorteiihaftenveise 
voUstandig aus Quarz oder ^nlichem Isolatormaterial 
gearbeitet sein. 20 

In den Fig. 4 und 5 sind weitere AusfQhrungsbeispiele 
dargestellt. die erheblich kompakter sind und bei denen 
das Plasma weitestgehend von Wandkontaminadonen 
abgeschirmt ist Zur Vermeidung von unndtigcn Wic- 
derholungen sind in den Fig. 4 und 5 nur die wesentli- 25 
chen Telle von Quarzdom 2 bzw. 3 und als Lochblenden 
15 ausgefflhrte Druckstufen dargestellt, da sich diese 
TeDe an beiiebige Vakuum-Rezipicntenausfuhrungen 
anpassen lassen. Prinzipiell laBt sich auch eine Wasser- 
kOhlung (nicfat dargestellt) direkt in einen quarzdomna- 30 
hen Flansch mittels KQhlschlangen oder Einsdchen inte- 
grieren, so daB auch bei hoheren Mikrowellenleistungen 
fur eine ausreichende KOhlung der flexiblen Dichtungen 
gesorgtist 

Der Aufbau des Ausfiihrungsbeispiels gemaB Fig* 4 35 
ist wie folgt Quarzdom 2 und Lochblende 15 sind aus 
zwei Teilen gefertigt; die Lochblende 15 ist eine Scheibe 
mit einem an der Unterseite angeordneten Zwischen- 
stuck 20. Die axiale Hdhe des Zwischenstucks 20 ist so 
gewahJt, dafi beim Abdichten und ZusammenfQgen der 40 
Lochblende 15 und des Quarzdonis 2 ein schmaler Spalt 
zum Flansch des Quarzdoms 2 bleibt, der dann zur Gas- 
einleitung in die Plasmakammer 16 dient 

In das ZwischenstQck 20 ist die Gaszuftihrung 18 inte- 
grien; der AnschluB an die Gasversorgung (nicht darge- 45 
stellt) kann auf den ublichen Wegen Qber Verschrau- 
bungen etc. erfolgen. Diese Variante eignet sich fOr Auf- 
bauten, bei der die Lochblende 15 nicht mehr verSndert 
wird. 

Das AusfQhrungsbeispiel gemSB Fig. 5 zeigt eine ver- 50 
einfachte Version eines Quarzdoms 3 und einer Loch- 
blende 15, die hier einteilig ausgefohrt sind. Der Quarz- 
dom 3 ist mit einem gleichzeitig die Lochblende 15 der 
Druckstufe bildenden Deckel versehen, der mit dem 
Quarzdom 3 verschweiBt ist Wie schon zuvor kann an 55 
die Lochblende 15 noch ein Rohr 19 angeschweiBt seia 
Die Gaszufuhr kann uber einen angeglasten Gasan- 
schluB erfolgen und ist asynunetrisch zur Plasmakam- 
mer 16 angeordnet 

60 

Patentansprdche 

1. Vorrichtung zur Beschichtung von Substraten 
(22) unter Zuhilfenahme ein r filamentlosen lonen- 
quelle, 65 

— mit ein m Mikrowellengenerator. 

— femer mit einem vom MikroweUengenera- 
tor kommend Mikrowellen einem Hohlraum- 


resonator zuleitenden Mikroweilen-Hohlleiter 

— des weiteren mit einem im Bereich des 
Hohlraumresonators angeordneten Quarz- 
dom (1), der eine innenseitig angeordnete Plas- 
makammer (16) aufweist und der femer emen 
an seinem Mantel angeordneten, randseitig 
nach auBen abragenden Flansch (4) aufweist, 

— weiterhin mit einer Gaszufuhrung (18) fur 
die Plasmakammer (16) zur ZufQhrmig eines 
mittels der Mikrowellen gezundeten und das 
Plasma bildenden Gases, und 

— femer mit einem das Substrat (22) aufneh- 
menden und mit der Plasmakammer (16) flui- 
disch verbundenen Reaktor (13), der randseitig 
dichtend mit dem Quarzdom (1) verbunden ist, 
wobei zwischen dem Reaktorinnem (17) und 
der Plasmakammer (16) eine Lochblende (15) 
druckmindemd angeordnet ist, 

— desweiteren mit einer Spann- und Pratzvor- 
richtung, mittels der Ober die RQckseite (5) der 
Flachseiten des Flansches (4) eine die Dicht- 
wirkung erhdhende Axialkraft ausflbbar ist, 

— wobei die Spannvorrichtung durch einen 
Formring (6) gebildet ist, 

— der zumindest mittelbar dichtend am 
Flansch (4) anliegt, 

— der an die ROckseitc (5) des Flansches (4) 
formangepaBt ist und 

— der auf der radial auflen liegenden Seite 
hdhengleich wie die RQckseite (5) des Flan- 
sches (4) nach Art einer Pratze fest abgestQtzt 
ist, und 

— wobei der Flansch (4) mit seiner axial vom 
Innera wegweisenden Flachseite axial zu einer 
als Dichtring (7) ausgebildeten Dichtung an- 
liegt, die zwischen der Flachseite und einer an 
dieser Axialfl^che dichtend anliegenden FIS- 
che in einer axialen Zirkulamut (8) angeordnet 
ist 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Dichtring (7) aus einem Fluorela- 
stomer auf der Basis von Vinyliden-Fluorid-Hexa- 
fluorpropylen-CopoIymerisaten gebildet ist 
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